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Enkeltkrystal mangelagsstrukturer med eller
uden dopningsmiddel

SAMMENDRAG 6095_85

Mangelags elektro-optisk materiale bestiende af en mang-
de nabostillede enkeltkrystaller med varierende elektro-
optiske egenskaber. Materialet fremstilles ved en frem-
gangsmade, ved hvilken lagene dannes ved epitaxisk vakst
fra en smeltet oplgsning af navnte elektro-optiske mate-
riale, der eventuelt indeholder i det mindste &t dop-
ningsmiddel.

I &n udfprelsesform bestdr sddant elektro-optisk materi-
ale af splvthiogallat, og lagene dannes ved epitaxisk
vakst af en smeltet opl¢sning af sglvthiogallat og ka-
liumchlorid, som kan indeholde i det mindste &t dopnings-
middel. Denne smeltede oplgsning udviser den sarlige
egenskab, at man for en bestemt sammensaztning af oplgs-
ningen kan danne lag med forskellige elektro-optiske
egenskaber ved at k¢le over et temperaturomride, som gi-
ver krystalvakst med en sammensatning, der svarer til de
gnskede elektro-optiske egenskaber. Man kan udnytte



denne temperatur/sammensatning faseudskillelse til at
danne mange lag ved fgrst at kgle inden for &t temperatur-
omrdde, s& man pAd et podekrystalunderlag danner et lag
af sglvthiogallat, der indeholder dopningsmidlet, og der-
efter pd dette fgrste lag danner et andet lag med en an-
den sammensatning, der kan variere fra i det vasentlige
ren sglvthiogallat til sglvthiogallat, der indeholder i
det mindste &t dopningsmiddel, ved at afkg¢le inden for
et andet temperaturomride. Hvis man skiftevis kgler
over disse forskellige temperaturomrdder, kan man danne
mangelagsstrukturer, hvor nabostillede lag har forskel-
lige elektro-optiske egenskaber.

Mangelagsstrukturerne, der dannes ved den ovenfor be-
skrevne metode, kan udnyttes i elektro-optiske anordnin-
ger, isar som det regulerbare dobbeltbrydende medium i

regulerbare elektro-optiske filtre. Fig 1 6095-85
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